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１．はじめに ミアンダ状コプレーナ線路とアモルファス CoNbZr 薄膜を組み合わせた伝送線路型薄

膜磁界センサを試作し，高感度化をはかった。 

２．実験方法 Fig. 1 は試作したセンサ素子の写真を示したものである。センサ素子は，Cu 薄膜によ

るミアンダ型コプレーナ線路，SrTiO 薄膜，アモルファス CoNbZr 薄膜から構成される。磁界を検出する

CoNbZr 薄膜の寸法は 1 mm×0.95 mm とし，3 本のコプレーナ線路をミアンダ状に配置した。センサ素子は

ガラス基板上にリフトオフプロセスにより積層した。CoNbZr 膜（1 m 厚）は，RF スパッタを用いて 5 mTorr，

200 W で成膜した。CoNbZr 薄膜の一軸磁気異方性は回転磁界中 300 ℃, 2 時間，静磁界中 200 ℃, 1 時間

でコプレーナ線路の幅方向へ付与した。SrTiO 薄膜(0.5 m 厚)は RF スパッタ装置を用いて 20 mTorr，200 

W，ヒータ部は 160 ℃に加熱して成膜した。ミアンダ型コプレーナ線路は RF スパッタ装置を用いて，20 

mTorr，200 W で Cr を 0.1 m，Cu を 2 m 成膜した。ミアンダ線路の導体幅は 110 m, 導体間隔は 20 m

とした。導体本数は 3 本とした。Cr 薄膜は SrTiO 薄膜と Cu 薄膜の密着性を高めるために成膜した。セン

サ素子は市販のウエハプローブ(GSG-40-150)により，磁界を静的に変化させながら，ネットワークアナ

ライザ(8722ES)による透過法測定(S21 評価)を行い，周波数および磁界に対するキャリアの位相変化およ

び振幅を評価した。 

３．実験結果 Fig. 2 は静的な磁界変化に対するキャリアの位相変化を示したものである。3.15 GHz

付近で位相は急峻に変化し，磁界に対する傾きは約 311 degree/Oe となった。心磁界計測等 2)への応用の

目安となる Gain>-40 dB も満たした。 
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Fig. 1 Fabricated thin film sensor. 

 
Fig.2 Phase change. 
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